Abstract of the Disclosure : 

The invention relates to a switching transistor presenting 
reduced switching losses. In the switching transistor, output 
capacitance is very high when drain/source voltages are low. 
As the drain/source voltage increases, the capacitance falls 
to such low values that the energy stored in the transistor 
becomes very low. 



MPW/tk 



23. FEB. 2001 12=13 



MUELLER & HOFFMANN 



# 



NR . 646 



S . 4/37 




O 
0- 



Pf^T WELTORGANISATION fOR GBISTTGBS BTOENTUM 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VER6fFENTLICHT NACH DEM VERTRAQ OBER DIE 
INTERNATIONALE 2USAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCX) 



(Si) Internationale Patentkla&siflkatmn 7 : 
HOXL 29/78 



A2 



(11) IntematlQmile VerSmrUlIchunesoummer! WO 00/16407 



(43) Inter no donates 

VerBfffentUchungsflatuiii: 



23. Wrz 2000 (23.03.00) 



(21) Internationale* Aktantfsichon; 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/DE99/02874 

10. September 1999 
(10.09.99) 



(30) PrtorJtfltsdatcn: 
1 98 41 754.3 



1 1 . September 1998 (1 1 .09.98) DE 



(71) Anmelder (fUt all* Btsrtmmungsstaaten ausser US): SIEMENS 

AKTTBNGESELLSCHAFT [DE/DE]; Winelsbadierplatz 2, 
IW0333 MUnchen (DE). 

(72) El-finder; und 

(75) BrUnder/Anmcldcr (nurfUr US)\ DE&OY, Gerald CDE/DEft 
Hauptstrassc 10, D-82008 Unterh aching (DE), MARZ, 
Martin CDE/DE]; WfcWcrweg 21P. D-S5570 Maria 
Schwabon (DE), HURLER, Franz [DE/DE]; Mozartsrrasse 
4, D-84424 isen (Dm. WEBER, Hons (DEflDE]; Saatachau 
1 12, D-83404 ALnring (DE). 

(74) Geroehuamcr VertreUr: SIEMENS AKTIENGE- 

SELLSCHAFT, Pcstfoch 22 16 34^ D-8Q506 MOttchen 
(DS). 



(81) Bestunmungsataaten: JP, US, ouropfllsches Patent CAT. BE, 
CH, CY, DE, DK, ES, PI, FR, GB. GR. IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 



VerSmmtficto 

O/j/w internationqien Rcchcrchenbcrlcfit und erneuv zu 

vtrdjfentltchen nach Erhalx des BertcNs. 



o 



(54) Title: SWITCHING TRANSISTOR WTTH REDUCED SWITCHING LOSSES 

(54) Bczefchnung; GESC H ALTETES NETZTEIL MIT REDUZIERTEN SCHALTVERLUSTBN 



(57) Abstract 

The invention relates to a switching 
transistor presenting reduced switching 
losses. In said switching transistor output 
capacitance U very hi£h when drain/source 
voltages ore low. As the drain/source 
voltage increases said capacitance falls to 
such low values that the energy stored In 
the transistor becomes very low. 

(57) Zusammenftpsung 

Die Errmdung botrifft eincn 
Schaltiransistor rait reduzierten 
Schaltverlustcn. Bci diescm Schalttranaiator 
hat die AuagangskapazitEt bci Weinen 
Draln-Sourco-Spannungen sehj hohs 
Weire, woboi disso Kapazitdt mit stci gend er 

Wene abfolJt, doB die Im Transistor 
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